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La ensefianza de los dispositivos electrénicos basada en la transferencia de informacién como
conjunto de productos y aplicaciones, en nada favorece a la estructuracién de un pensamiento
conceptual. Destacdndose la importancia de la bisqueda de conocimientos a partir de procesos
constructivos, se propone un modo de encarar el estudio integrado de elementos a los que tradicio-

nalmente se aborda independientemente. -

INTRODUCCION

Los dispositivos electrénicos constituyen a pri-
mera vista un mundo extremadamente heterogé-
neo y en evolucién que cubre un vasto campo de
aplicacionesy funciones especificas. Esto probable-
mente ha llevado a que generalmente se plantee su
ensefianza en forma parcializada, encarando el es-
tudio de los dispositivos como si cada uno de ellos
fuera un ejemplo diferente sin una génesis comun,
oscureciéndose en muchos casos el fundamento
conceptual que los sustenta.

Basicamente el problema de la ensefianza de la

fisica de los dispositivos electrénicos presenta en-
tonces dos aspectos fundamentales a resolver:
—encontrar un esquema unificador que marque
claramente lainterrelacién de los componentes en-
tre si.
—desarrollar una metodologia de andlisis de los
distintos dispositivos acorde a ese esquema y que
una vez transferida a los alumnos los habilite para
analizar y hasta “construir” cualquiera en forma
sencilla.

Tendiente a ello, en un trabajo anterior?, se pro-
puso plantear su ensefianza a través del estudio de
estructuras y problemas genéricos asi como de po-
siblesinteracciones independientemente de los dis-
positivos electrénicos particulares. En ese esque-
ma, éstos surgen gradualmente alo largo de la red
conceptual como ejemplares tipicos que facilitan y
concretizan la comprensién, Parte del mismo se re-
presenta en la Figura 1.

Coherente con esa propuesta, en el presente tra-
bajo se presenta una forma de encarar el estudio de
“la unién” o “la juntura” de todos los posibles mate-
riales como medio para llegar a un tratamiento co-
miin de temas tales como “el diodo semiconductor”
y “la termocupla” dentro de un tnico nicleo de la
asignatura. De esta forma se propone lograr resol-
ver el problema de una desarticulacién de concep-
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tos y falta de integracién de contenidos, puesta de
manifiesto cuando se los intenta abordar median-
te un tratamiento tradicional.

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

En un punto de la red (Figura 1), como resulta-
do de la caracterizacién de los diferentes diagra-
mas de bandas de energia segiin E_(ancho de ener-
gia prohibida) emerge la clasificacién de los mate-
riales en: aislantes, semiconductores y conducto-
res, con propiedades eléctricas diferentes. En una
categorizacién conceptual, éstos aparecen en lared
ocupando el mismo nivel jerdarquico.

Puede construirse entonces un esquema comoel
delaFigura2,en el cuallos tres vértices tienen aso-
ciados a cada categoria de material. De la combina-
cién de a dos para conformar posibles uniones re-
sultan diferentes estructuras que van a dar luego
origen a los elementos concretos: asi, por ejemplo,
de la unién conductor-conductor resulta la termo-
cupla, de la combinacién semiconductor- semicon-
ductor surgen los diferentes tipos de diodos, del par
aislante-semiconductor, las estructuras MOS, etc.

Si se procede a reemplazar las uniones en el es-
quema de la Figura 2 por su representacién segin
el modelo de bandas, se construye la Figura 3. La
juntura genérica, ubicada en la parte central del
esquema, se va modificando hacia los vértices obte-
niéndose asi las diferentes representaciones. Asi-
mismo, recorriendo los lados se aprecian las posi-
bles transformaciones a generarse por alteracién
de los niveles de dopaje.

Lainteraccién juntura genérica-campo eléctrico
da origen a su curva caracteristica ubicada en la
parte central del esquema de la Figura 4. La carac-
terizacién de la ruptura en correspondencia con la
concentracién de cargas, sirve de base para inferir
laforma de las distintas curvas que dardn informa-
cién sobre el grado de aplicabilidad del elemento
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Figura 3: Las distintas junturas. . .
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Figura"4: Curvas caracteristicas esperables de las distintas junturas.
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construido para alguna cuestidn itil a la técnica.

El esquema de la Figura 4 es ampliado y comple-
tado en las Figuras 5 y 6, extendiendo el an4lisis a
la familia de dispositivos que se generan a partir de
variar el nivel de dopaje de 1a juntura semiconduc-
tor-semiconductor. Asi se brinda al alumno una vi-
si6n integrada de estos elementos sin modificar la-*
metodologia de anélisis que venia desarrolléndpse

: L -
CONCLUSIONES =~ -, | ~ ./“ 4
R § -

Este esquema lleva el cuarto afio de aplig:acién
en la c4tedra de Fisica Electrénica con resultados*
notables, fundamentalmente en 1a respuesta de los

alumnos. Disminuy6 la desercién en las clases te-

éricas, llegando a la promocién de la materia un al-
to porcentaje de los mismos.

El grado de motivacién que origina este enfoque _

es alto. Por otra parte, el alumno desarrolla una ac-
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_tividad racional que supone analizar similitudes y

diferencias, asi como establecer analogias que le
permiten abordar el estudio de otros dispositivos
de estructuras mas complejas.
* En cuanto a lo que hace a la organizacién de un
_.curso, con esta metodologia la carga horaria desti- -
nada al tema “la juntura” es de quince horas. Un
contenido tem4tico equivalente con una metodolo-
gia tradicional debe plantearse en términos de ma-
yores plazos .
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